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※概要（Summary ）： 

【相談内容】 

シリコン基板に対して、貫通穴を含んだ所望の形状

を得られるような加工方法を開発したい。また、作製

した構造物をダイシングするときに、高段差を持った

ウエハを正常にダイシングすることのできる方法を

確立したい。 

○希望利用装置： 

 ・ダイシングソー（B19） 

 ・紫外線照射装置（B21） 

 

【回答】 

高段差をもったシリコン基板のダイシングは若干

難易度の高いものである。しかし、状況を確認しなが

ら進めることで、装置管理的にも対応可能であると推

測される。 

 

 

【結果】 

H25 年度 5 月にテストプロセスとして装置利用を

開始する。（ナノテクノロジープラットフォーム事業

利用予定） 

 

※実験（Experimental）： 

技術相談のため割愛。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

技術相談のため割愛。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

特になし。 


